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大文字  小文字  読み 
Α    α     al-pha 
Β    β     be-ta 
Γ    γ     gam-ma 
∆    δ    del-ta 
Ε    ε    ep-si-lon 
Ζ   ζ     ze-ta 
Η   η    e-ta 
Θ    θ    the-ta 
Ι    ι     i-o-ta 
Κ   κ    kap-pa 
Λ   λ    lamb-da 
Μ   µ    mu [mju, mu:] 
Ν   ν     nu [nju:] 
Ξ    ξ     xi [zai, sai]  
Ο   ο     o-mi-cron 
Π   π     pi [pai] 
Ρ   ρ     rho [rou] 
Σ    σ      sig-ma 
Τ    τ     tau 
Υ   υ     up-si-lon 
Φ, ϑ   φ, ϕ    phi [fai]  
Χ   χ    chi [kai] 
Ψ   ψ    psi [sai, psai] 
Ω   ω     o-meg-a 
物理定数表 
 






2.99792458×108  m/s 
真空の誘電率 ε0 8.854187817×10-12  F/m 
真空の透磁率 µ0 1.2566370614×10-6  H/m 
標準気圧  1 atm = 760 mmHg = 1.01325×105 Pa 









1.60217733×10-19  C 
電子の(静止)質量 m 9.1093897×10-31  kg 
陽子の(静止)質量 mp 1.6726231×10-27  kg 
プランク定数 h 6.6260755×10-34  J・s 
プランク定数/(2π) ħ 1.0545727×10-34  J・s 









6.0221367×1023  1/mol 
気体定数 R 8.314510   J/mol・K 
ボルツマン定数 kB 1.380658×10-23  J/K 
熱の仕事当量  4.18605  J/cal 
水の3重点の温度  273.16  K 
水の3重点の圧力  6.03×10-3  atm 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
